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　Ｔｅの場合, Tm = 725°Kであり, iHf = 7.4Cal
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－





























































































































応する面間かくはd = 3.85Å= V3/2 aとな
り(a = 4.44Å:格子定数）この面の法線は結
晶のＹ軸に相当していることがわかる。またＣ軸
に垂直な面では, 0 = 23.1°のところでＸ線が極






































































































































































　１°HF, HNO3, CH3COOH, H2Oを
　　３：５：６：６の体積比で混合したもの



























































































































































































　　m I *= 0.43m。を求めている。(,1，１はＣ袖に
　　平行および垂直を意味する。)8)FiSheｒらは，透
　　磁率の測定から, n = 1.5×1019 cm-3 の試料で
　　は,40°Ｋでm* = 0.24m。となることを報告し,9)
　　Caldwellらは，光学的な測定から100°Ｋでｍ＊
















































































































































































































































































らはよく焼鈍された試料では, Rl23 = R312が成り
立つことを報告している。）6）Ｔｅではその対称性










































Fig. 3.4. Temperature dependence of Ｒ and ｃ７.
　　　　　　　(a)parallel to ｘ axis, (b) parallel
　　　　　　toＹ axis, (c) parallel to Ｚ axis,
　なお，これ以後, ffuは･71，Q3は^i, R312は









































































































































lly> ２）（･(if cm"-'-) at ７７°Ｋ，３）が（ｃｍ２Ｖ“１ｓｅｃ“１）








































































































































































































Fig. 3･１０Nonlinear V-I characteristics. Io :


















































































































Fig. 3･13 V-I characteristics. B:after break
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Fig. 3･36 Change of field distribution in the sample with time.
　　　　　　The voltage appeared between neighboring probes is
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cuik = aii ail aim aitn Cjlmn*





































































　　Fig. 4･２　Energy flux of transverse wave





































































































































　　一（･かu = ―k-cnu ―eiiikEi









より, ji, ns, El, Diを消去し, exp{iCkx ―ωt）｝
に比例する頂のみ考えるという仮定の下で，次式
を得る。




























































































































　Fig. 4･３　Angular dependence in XY plane
　　　　　　of relative longitudinal ｐｏｌきｒiｚａtｉｏｎ
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　試料の導電率を<7u = 2.7×10-2 Qcm-'とした
ときfii = 22.9 *となるのでωC = (TllAllf。=1.34




となる。　ω= 2.83×109 c/s Cf=45Mc/s)のとき
には，次のようになる
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Ｗ. Smith により発見され, 1876年には整流効
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Fig. 6. 2. Temperature　distribution　in　the












































































































　　　Table 6.2　Shapes of crystals and their
　　　　　　　Temperature condition (reference ３ ）
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　Fig 7･Ｉ　Measurement of resistivity of sample















































































　Fig 7･４　Potential distribution in the　sample




































　Fig 7･５　Temperature φependence of　conduct-
　　　　　　ivity　parallelto C-axis. Conductivity














Fig 7･６ Field dependence of conductivity ；







































































Fig 7･8 Current･voltage characteristics at 201°
　　　　　　Kand 273°Ｋ
－63－
3０　　!JO １００　２００ 3００ ７
　　　　　Ｖ

































　Fig 7･10 Electric field dependence of condu･











５ 1０ 15 2０
　　　　　　　イE ( E V・It/cm")
Fig 7･11　Electric field dependence of condu-





ty with illuminated one. ＼
　　　０　　　　１１０　　　２０　　　３０　　　４０
　　　　　　　　　･tIE (B V・It/cvr,)
　Fig 7･12　Electric field dependence of condu｡





























































　　　　　　　　Je ( E voltA:ｍ）
　Fig 7･16　Electric field dependence of conduc-






























　Fig 7･１７　Time dependence of　current　while














































　　　　　photodecay. Rapid change in less than
　　　　　lsec was detetected by synchroscope
　　　　　andslow change was detected by rec-












Fig 7･１８　Time dependence of ｐｈｏtｏ･current





　　　　　　　　10 ２０ ３Ｑ ４０ ５Ｑ ６０ sec
　　　　　　　　　　　　→■ ti'me
Fig ７･１９　Time dependence of conductivity ；
　　　Jctoo photoconductivity at stationary st-






























































































　Fig 7･24　Thermally stimulated current.








































































































































　　A = 2.8×10-8 Vcm となる。それに対し，試料











０ ５ 10 応゛
　　　　　　　　　　　　　looo /Ｔ（゜Ｋ）











　Fig 7･29　Potential distribution in Se.
　　（ａ）ｎｏexternal iield. (b) application of
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　Fig. 8･2　Frequency dependence of admittance


































































　　　　　　　　　リw ( W ; uﾊﾞdth in mm)




















































































































































































































Fig. 8･８ Electric dipole field.
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Fig. 9･6　Circuit for measuring piezoelectric
　　　　　　directeffect. PZT transducer is de･


















































　Fig. 9-7　Output voltage of Se rectifier versus



















　Fig. 9.8　Output voltage of Se rectifier versus






































　　　　　　　　　　　　　V4 t Vb （v）
























Fig. 9･10 Parallel resonance circuit to eliminate
　　　　　　theeffect of barrier capacitance.













































　Fig. 9.14　Relation between the stress and the






























　Fig. 9-16　Frequency　dependence of output of






Input voltage to Ｓｅｒ瓢1ﾂａでぴjSe叩ctr抑「
　　　　Fig 9･17　Output voltage (strain) versus　ap-
　　　　　　　　　plied voltage to series connection of

























　Fig. 9･18　Bias dependence of　output of PZT
　　　　　　(induced strain), when 0.2 ｖ of　Ａ｡






































Fig. 9･１９　Temperature dependence of barrier











































Equivalent circuit of Se rectifier.Ｃ:












































Fig. 9･22　(a) Condencer microphone: V―displa-
　　　　　　　cement velocity, Zei―load impedance,











































































































Fig. 9･23　Equivalent circuit of piezoresistance｡




























































　すい。実験の結果,(T = 2.7×10-2 j?-１cm"' でμ
　＝2030cm2V-l sec"' の試料で, 45Mc/sの横波
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Su=0.507χ 10-11 C. G.S.
Ａ-４ 肝/ぐ1しス斟厦器．
をl2Au^　　　　6BN6
Fig. A-2
攻俘雛
　　6AUb
Fig. A-3
ひ.ol
にAU7
6Aリ６
－88－
S12＝－0.111
Si3=-0.143
Sl4 =±0.248
S33 = 0.234
S44=0.490
7が
&RPU
豚
（clﾐＯ）
???
6AU6
???
?????
” =
a ･ ゝ
???????
???ー??? ?
〜???????．??????????
』?｛｝．｛．??。????．
??―
????????
????「
? ???．
???〜?
????
??。。‐〜??。。
'ｊ、
